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ディスプレイの更なる高精細化や高機能化を達成する上で、ガラスあるいはプラスティック基板上

に高性能薄膜トランジスタ（TFT）を低コストで作製する低温プロセス技術の開発は最重要課題のひと

つである。我々は高移動度、高信頼性、CMOS 集積

化の利点から、シリコンをベースとした薄膜デバイ

スをフレキシブル基板上で集積化することを目標と

してプロセス技術の提案を行ってきた。 

ガラス基板上に低温堆積したアモルファスシリコ

ン薄膜を細線状にパターニングした後、大気圧熱プ

ラズマ（TPJ）照射により溶融領域を高速走査するこ

とで結晶粒界抑制した高結晶性チャネルを形成可能

である。デバイス特性のバラつきを大幅に低減し、

CMOS シフトレジスタを 5 V の電源電圧で駆動可能

となった(Fig. 1) [1]。細線シリコン薄膜の電気特性を

リンおよびボロンの微量ドーピングに対して調査し

た結果、結晶化細線は結晶粒界を排除したにもかか

わらず 1~5×1017 cm-3のドナーライク欠陥を有し p型

伝導を示すが、欠陥低減処理により 1×1017 cm-3以下

に抑制できる。また急速熱処理時のガラスへの熱応

力制御には下地層による応力設計が重要である。 

単結晶シリコン層をガラスおよびプラスティック

に局所転写する低温プロセス技術として、水のメニ

スカス力を利用する方法を提案した[2,3]。BOX 層の

ウエットエッチングにより中空状態にした SOI 層と

転写先基板とを水を介して対向密着し、ホットプレ

ート上で 80~90℃加熱することで水の蒸発により生

ずるメニスカス力により SOI 層を転写する手法であ

る(Fig. 2)。市販の電子デバイス用 PET 基板上におい

て電界効果移動度 609 cm2V-1s-1の高性能 TFT 作製が

可能である(Fig. 3)。本転写手法はチャネル層が必要

な位置にのみ転写可能であり、CMOS 集積化、SOI

ウエハリサイクル等による低コストデバイス作製技

術として、シリコンテクノロジーをフレキシブル基

板上で展開できる可能性を有する。 
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Fig. 2. Photograph of silicon islands transferred on 

PET (a) and EBSD orientation mapping showing 

(100) single-crystalline (b).  

Fig. 3. Id-Vg characteristics of TFTs fabricated on 

PET substrate.= 609cm2V-1s-1, Vth = 0.15V, 

S = 83mV/dec. have been achieved.  

Fig. 1. Photograph of CMOS shift register 

fabricated by -TPJ crystallized strip channel (left) 

and operating signals (right).  
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